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PROCEDE DE REALISATION D’UN SUPPORT DE SUBSTRAT.

@ Procédé de réalisation d’un support (100) d’au moins
un substrat, comportant au moins la mise en oeuvre des
étapes suivantes:

- réalisation d’'un empilement (118) comportant au moins
deux substrats (102, 104), chacun des deux substrats com-
prenant deux faces principales (114) opposées, les deux
substrats étant solidarisés 'un & l'autre tels qu’une des fa-
ces principales d’un premier des deux substrats soit dispo-
sée en regard d’'une des faces principales du second des
?Ieux) substrats et contre un matériau d’arrét de gravure

120),

- gravure, a travers le premier des deux substrats et
avec arrét sur le matériau d’arrét de gravure, d’au moins un
emplacement (122) apte a recevoir un substrat destiné a
étre supporté par le support.
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PROCEDE DE REALISATION D’UN SUPPORT DE SUBSTRAT

DESCRIPTION
DOMAINE TECHNIQUE
L’ invention concerne le domaine des
supports (« holder » en anglais) de substrat, par

exemple wutilisés en microélectronique lorsque 1'on
souhaite mettre en cuvre des opérations technologigues
(dépdt de matériau, gravure, etc.) sur un substrat dont
la petite taille n'est pas adaptée a la ou aux machines

réalisant ces opérations technologiques.
ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

On désigne par "holder", ou support de
substrat, un dispositif qui permet, dans une machine
normalement utilisée pour des substrats, ou plaques, de
diametre Dy, d’utiliser cette machine ©pour des
substrats de diametre D, inférieur a D;. Par exemple,
dans une machine de dépdt par CVD (dépdt chimigque en
phase wvapeur) qui généralement utilisée pour réaliser
des dépdts sur des substrats de 300 mm de diametre, il
est possible, avec un tel support de substrat, de
réaliser des dépdts sur un substrat de diamétre
inférieur ou égal & 200 mm sans avoir a effectuer de
changement de configuration de la machine.

I1 existe plusieurs méthodes pour réaliser
de tels supports de substrat. Par exemple, il est
possible de creuser, dans un substrat de diametre Dy,
un emplacement, ou empreinte, de diamétre D;, avec

D, < Di. Ainsi, 1l est possible de disposer un substrat
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de diamétre D; dans cet emplacement. Cet emplacement
peut étre réalisé par photolithographie et gravure
ionique et/ou chimique dans le substrat de diametre D;.
I1 est également ©possible de réaliser un tel
emplacement avec une machine d'amincissement mécanique
comportant une zroue de rectification spécifiquement
concue pour roder le centre d'un substrat en conservant
un bord extérieur du substrat qui formera le bord de
l'emplacement dans lequel sera disposé le substrat de
diaméetre Ds.

Toutefois, une telle réalisation de support
de substrat pose plusieurs problémes. Tout d'abord,
l'emplacement doit étre assez profond pour gque le
substrat de diametre D; ne sorte pas facilement de
l'emplacement. Cette profondeur doit donc étre au moins
égale a la moitié de 1'épaisseur du substrat de
diamétre D, en raison du double chanfrein se trouvant
sur le bord périphérique du substrat qui pourrait le
faire sortir de l'emplacement en cas de mouvement
brusque. Cela a pour conséquence que 1'épaisseur du
support au niveau de 1l’emplacement, c'est-a-dire entre
le fond de l'emplacement et la face arriére du support,
est relativement mince, ce qui peut poser des probleéemes
de tenue mécanigue du support.

Par exemple, pour traiter un substrat de
silicium de diametre égal a 200 mm et d'épaisseur égale
a 725 pym dans une machine qui traite normalement des
substrats de diamétre égal a 300 mm et d'épaisseur
égale a 750 pm, un emplacement de diamétre légérement
supérieur a 200 mm et de profondeur égale a 350 pm est

réalisé dans un substrat de diamétre égal a 300 mm et
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d’ épaisseur égale a 750 pm. Dans ce cas, 1’épaisseur de
la paroi de fond de 1’emplacement est égale a 400 pm.
Avec un tel emplacement, le substrat de diaméetre égal a
300 mm présente une flexibilité importante pouvant
provoquer une déformation trop importante du substrat
qui est disposé dans 1’emplacement lors, par exemple,
des étapes de chargement et de déchargement effectuées
par certains robots, rendant son utilisation impossible
avec certaines machines. Cette faible épaisseur
restante de matériau au niveau de la paroi de fond de
l'emplacement peut également fragiliser tres fortement
le support et entrainer une casse du support lors de sa
manipulation.

Par ailleurs, la réalisation d’un tel
emplacement par gravure dans un substrat destiné a
former le support rend difficilement contrdélable la
rugosité, la planéité et la propreté des parois de
l’emplacement. Par exemple, lorsque 1l’emplacement est
réalisé par une machine d'amincissement mécanique, il
se forme, en surface du matériau rodé, une zone écrouie
de quelques micrométres d'épaisseur qui peut étre une
source treés importante de particules, rendant ces
supports incompatibles avec une utilisation en salle
blanche. Lorsque 1l’emplacement est réalisé par
photolithographie et gravure chimique ou ionique, la
rugosité et la planéité de la surface traitée sont trés
difficilement contrdlables car 1l est impossible de
rectifier ensuite la rugosité et la planéité de 1la
surface réalisée (paroi de fond de 1l’emplacement) par

les techniques classiques de polissage mécano-chimique.
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I1 est également possible de réaliser des
supports de substrat en collant par exemple sur la
surface d’un substrat de diamétre D; des portions de
matériaux destinées a bloguer le substrat de diamétre
D, lorsgu’il est disposé entre ces ©portions de
matériaux. Toutefois, un tel procédé pose des problémes
de reproductibilité du positionnement des piéces et de
tenue en température de 1la colle utilisée, celle-ci
devant ne pas se dégrader au cours des étapes de

traitement du substrat de diametre D,.
EXPOSE DE L’ INVENTION

Un but de 1la présente invention est de
proposer un nouveau procédé de réalisation d’'un support
de substrat ne présentant pas les inconvénients des
procédés de 1’art antérieur, c'est-a-dire permettant de
réaliser un support de substrat présentant une bonne
rigidité, avantageusement une trés bonne tenue en
température, par exemple Jusqu'a des températures
égales a environ 1350°C, une absence de contamination
particulaire sur sa surface, une trés bonne rugosité et
une trés bonne planéité de la surface sur laquelle le
substrat destiné a étre supporté est disposé, et
présentant une tres bonne reproductibilité en termes de
positionnement du substrat destiné a étre supporté.

Pour cela, 1’invention propose un procédé
de réalisation d’un support d’au moins un substrat,
comportant au moins la mise en ceuvre des étapes
suivantes

- réalisation d’un empilement comportant au

moins deux substrats, chacun des deux substrats
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comprenant deux faces principales opposées, les deux
substrats étant solidarisés 1'un a 1’autre tels gu’une
des faces principales d’un premier des deux substrats
soit disposée en regard d’une des faces principales du
second des deux substrats et contre un matériau d’arrét
de gravure,

- gravure, a travers le premier des deux
substrats et avec arrét sur le matériau d’arrét de
gravure, d’au moins un emplacement apte a recevoir le
substrat destiné a étre supporté par le support.

Un tel ©procédé permet de réaliser un
support de substrat avec un trés bon contrdle de la
profondeur de 1'’emplacement destiné a recevoir le
substrat a supporter puisque cette profondeur est égale
au moins a 1’épaisseur d’un des deux substrats utilisés
pour former le gsupport. La profondeur souhaitée peut
donc étre ajustée en choisissant le premier substrat
(celui a travers lequel l’'emplacement est réalisé) plus
ou moins épais. Etant donné gque 1’emplacement est
réalisé par gravure a travers ce premier substrat, ce
procédé offre donc une bonne reproductibilité en termes
de profondeur et de positionnement de 1’'emplacement.

De plus, ce support présente une bonne
rigidité en raison du second substrat dont 1’épaisseur
est constante sur 1’ensemble du support, 1l’emplacement
n’ étant pas gravé dans ce second substrat.

Le procédé selon 17 invention permet
également d’obtenir un tres bon contrdle de la propreté
(en termes de contamination particulaire), de 1la

planéité et de la rugosité de la paroi de fond de
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l’emplacement car la gravure de 1l’emplacement est
réalisée avec arrét sur le matériau d’'arrét de gravure.

La rugosité de la paroi de fond de
l'emplacement ainsi réalisé peut méme étre suffisamment
faible pour permettre le collage par capillarité ou par
collage direct du substrat gqui est disposé dans
l'emplacement. Cette possibilité de collage permet
donc, lors de la réalisation d’opérations de traitement
du substrat disposé dans l'emplacement du support, de
positionner le support a la verticale, voir méme de le
retourner pendant le transport et/ou le traitement du
substrat, et ce sans étre obligé de rajouter des
éléments de maintien au niveau de la face avant du
substrat traité. Ainsi, l’ensemble de la face avant du
substrat gqui est disposé dans 1'emplacement reste
accessible, méme lorsque le support est retourné.

Avantageusement, les deux substrats peuvent
étre gsolidarisés par un collage direct ou par un
collage anodique ou par un collage eutectique. Un tel
collage des substrats permet d’améliocrer la résistance
du support a la température, gui peut dans ce cas étre
exposé a des hautes températures, voir de tres hautes
températures (de 1’ordre de 1350°C pour des substrats
de silicium), notamment dans le cas d’un collage direct
ou d’un collage anodique. Cette tenue en température du
support permet donc de mettre en ccuvre sur le substrat,
destiné a étre supporté par le support, des étapes
technologiques a de telles températures telles que des
étapes d’épitaxies.

Les deux substrats peuvent avoir des

épaisseurs sensiblement similaires et/ou des sections,
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dans un plan sensiblement paralléle a 1l’une des faces
principales des deux substrats, de dimensions
sensiblement similaires.

Les deux substrats peuvent avoir des
sections, dans un plan parallele a 1’une des faces
principales des deux substrats, en formes de disqgues,
une section de l'emplacement, dans un plan parallele a
1'une des faces principales des deux substrats, pouvant
avoir une forme de disque de diamétre inférieur aux
diametres desdites sections des deux substrats. Ainsi,
le support peut é&tre réalisé a partir de substrats
standards sous forme de plagquettes (wafer)
cylindriques.

Le premier des deux substrats peut é&tre a
base d’au moins un matériau apte a étre gravé
sélectivement par rapport a au moins matériau du second
des deux substrats formant le matériau d’arrét de
gravure. Ainsi, le second des deux substrats peut
former une couche d’arrét de gravure lors de la
réalisation du support.

En variante, l’empilement peut comporter en
outre une couche d’arrét de gravure disposée entre les
deux substrats.

Dans ce cas, l’empilement peut étre réalisé
par la mise en ccuvre des étapes suivantes

- réalisation de la <couche d’'arrét de
gravure sur au moins une des faces principales d’au
moins un des deux substrats,

- solidarisation des deux substrats par

1'intermédiaire de la couche d’arrét de gravure.
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La couche d’arrét de gravure peut é&tre
réalisée par une oxydation thermique des deux
substrats, pouvant former une couche a base d’oxyde au
moins sur les faces principales des deux substrats,
et/ou la solidarisation des deux substrats peut é&tre
réalisée par un collage et un scellement thermique des
deux substrats.

Le procédé peut comporter en outre, entre
la réalisation de la couche d’'arrét de gravure et la
solidarisation des deux substrats, un nettoyage
chimique des surfaces des deux substrats.

Le procédé peut comporter en outre, apres
la gravure de 1’emplacement avec arrét sur la couche
d’arrét de gravure, une étape de gravure de la couche
d"arrét de gravure se trouvant dans l’emplacement telle
que la paroi de fond de 1l'emplacement soit formée par
au moins une partie du second des deux substrats.

L’'empilement peut comporter en outre au
moins une couche supplémentaire de matériau disposée
entre la couche d’arrét de gravure et le second des
deux substrats, le procédé pouvant comporter en outre,
apres la gravure de 1’emplacement avec arrét sur la
couche d’arrét de gravure, une étape de gravure de la
couche d’arrét de gravure se trouvant dans
1’emplacement telle que la paroi de fond de
l'emplacement soit formée par au moins une partie de la
couche supplémentaire de matériau.

Ainsi, 11 est possible gque la paroi de fond
de 1l’emplacement soit formée soit par la couche d’arrét
de gravure, soit par le second des deux substrats, ou

bien par une autre couche disposée entre la couche



10

15

20

25

30

2960340

d’arrét de gravure et le second substrat. Ce choix peut
étre réalisé en fonction de la nature et des propriétés
souhaitées concernant le matériau destiné a former la
paroi de fond de 1’emplacement. Ainsi, le matériau
formant la paroi de fond de 1l’emplacement peut étre un
bon isolant thermique, et par exemple a base d’oxyde de
silicium. Cet oxyde de silicium peut étre le matériau
de la couche d’arrét de gravure qui peut étre obtenue
par oxydation thermique des substrats lorsgu’ils sont a
base de silicium. Dans un autre <cas, le matériau
formant la paroi de fond de 1l’emplacement peut étre un
bon conducteur thermique, et par exemple a base de
silicium. Ce silicium peut étre le matériau du second
substrat révélé en gravant la couche d’arrét de gravure
se trouvant au fond de l’emplacement, ou bien lorsgue
le silicium du second substrat forme 1le matériau
d’arrét de gravure (par exemple lorsque le premier
substrat est a base de verre). Dans un autre cas, le
matériau formant la paroi de fond de 1’emplacement peut
étre électriquement conducteur afin de faciliter une
évacuation de charges ¢électrigues depuis le substrat
disposé dans l1l’emplacement. Ce matériau électrigquement
conducteur peut étre par exemple disposé dans
l'emplacement par un dépdt réalisé aprés la gravure de
1’ emplacement.

La conducticn thermique ou électrique entre
le matériau formant la paroi de fond de 1’emplacement
et le substrat disposé dans 1’emplacement peut é&tre
augmentée lorsque le substrat est collé, par exemple

par collage direct, au fond de 1l’emplacement.
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La gravure de 1’emplacement peut é&tre
réalisée par une premiere gravure ©partielle de
l'emplacement a travers une partie de 1'épaisseur du
premier des deux substrats, puis par une seconde
gravure par attaque chimigue sélective a travers le
reste de 1'épaisseur du premier des deux substrats et
avec arrét sur le matériau d’arrét de gravure. En
achevant la gravure de 1l’emplacement par une gravure
chimique sélective, on améliocre la propreté et la
rugosité obtenue au niveau de la paroi de fond de
l'emplacement, mais également au niveau des parois
latérales de 1"emplacement. La premiere gravure
partielle peut étre réalisée par divers moyens
technologiques : rodage, gravure ionique, attaque
chimique, etc.

Avantageusement, la profondeur de
1l'emplacement peut &tre sensiblement égale a
1'épaigsseur du substrat destiné a étre supporté par le
support.

Le procédé peut comporter en outre, entre
la réalisation de 1’empilement et la gravure de
l’emplacement, la mise en ceuvre d’un amincissement du
premier des deux substrats. L’amincissement pouvant
étre réalisé sur toute la surface du premier substrat,
il est possible d’utiliser des procédés standards, tels
que le rodage, pour réaliser cet amincissement. Il est
ainsi possible de réaliser un emplacement trés peu
profond, permettant par exemple de manipuler facilement
et de traiter des substrats tres fins.

Le procédé peut comporter en outre, apres

la gravure de 1l’emplacement, un dépdt d’'une couche de
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matériau au moins sur la paroi de fond de
1’ emplacement.

De maniere générale, les couches
conductrices ou isolantes, thermiquement et/ou
électriquement, peuvent étre mises en place au cours de
la réalisation de 1l’empilement ou aprés la réalisation
de 1l'empilement, par exemple par la réalisation d’un
tel dépdt.

Le procédé peut comporter en outre, apres
la gravure de l’emplacement, une étape de gravure d’une
partie du matériau du premier des deux substrats se
trouvant en périphérie de 1’emplacement telle qu’une
portion restante du premier des deux substrats comporte
un motif dont une surface intérieure forme des parois
latérales de 1’emplacement et dont une surface
extérieure comporte des dimensions, dans un plan
paralléle a 1'une des faces principales des deux
substrats, 1inférieures a celles du second des deux
substrats. Une telle étape de gravure permet d’alléger
le support, par exemple en réduisant la largeur de la
couronne définissant le contour de 1’emplacement.

Le motif de la portion restante du premier
des deux substrats peut notamment comporter une
section, dans un plan paralléele a 1'une des faces
principales des deux substrats, en forme de couronne.

Le procédé peut comporter en outre, apres
la gravure de 1’emplacement, une étape de réalisation
d’au moins une ouverture a travers une partie du
matériau du premier des deux substrats définissant
l"emplacement telle que le contour de 1’emplacement

soit ouvert. Une telle ouverture permet de faciliter la
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préhension du substrat lorsqu’il est logé au fond de
l'emplacement. Il est possible de pratiquer une ou
plusieurs ouvertures depuis 1"intérieur de
1l’emplacement Jusqu’a 1’extérieure de 1’emplacement,
par exemple en gravant une partie du matériau du
premier substrat Jjusqu’au matériau d’arrét de gravure.
Cette ou ces ouvertures peuvent permettre, par exemple,
le passage d’'une precelle a vide ou d’un robot pour
saisir le substrat disposé dans 1l'emplacement. Ainsi,
l'emplacement peut n’étre défini gque par des portions
restantes de matériau réparties sur le second substrat
selon un motif initial, par exemple une couronne.

Le support peut comporter un emplacement
destiné a recevoir un substrat, ou plusieurs
emplacements répartis sur la surface du support et

aptes a recevoir plusieurs substrats.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

La présente invention sera mieux comprise a
la lecture de la description d’exemples de réalisation
donnés a titre purement indicatif et nullement
limitatif en faisant référence aux dessins annexés sur
lesquels

- les figures 1 a 5B représentent les
étapes d'un procédé de réalisation d’'un support de
substrat, objet de la présente invention, selon un mode
de réalisation particulier,

- les figures ©6A et 6B représentent un
support de substrat réalisé selon un procédé, objet de
la présente invention, selon une variante du mode de

réalisation particulier.
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Des parties identiques, similaires ou
équivalentes des différentes figures décrites ci-aprés
portent les mémes références numériques de fagon a
faciliter le passage d'une figure a 1’autre.

Les différentes parties représentées sur
les figures ne le sont pas nécessairement selon une
échelle uniforme, pour rendre les figures plus
lisibles.

Les différentes possibilités (variantes et
modes de réalisation) doivent é&tre comprises comme
n’étant pas exclusives les unes des autres et peuvent

se combiner entre elles.

EXPOSE DETAILLE DE MODES DE REALISATION PARTICULIERS

On se 1réfere aux figures 1 a 5B qui
représentent les étapes d'un procédé de réalisation
d’un support de substrat 100 selon un mode de
réalisation particulier.

Ce support 100 est destiné a recevoir un
substrat, par exemple a base de silicium, de diamétre
égal a 200 mm afin de pouvoir traiter ce substrat dans
une ou plusieurs machines fonctionnant normalement avec
des substrats de silicium de 300 mm de diametre. Le
substrat destiné a étre supporté par le gupport 100
peut avoir un diamétre compris entre environ 50 mm et
300 mm et une épaisseur comprise entre environ 5 um et
750 pm.

Comme représenté sur la figure 1, un
premier substrat 102 et un second substrat 104 wvont
étre utilisés pour réaliser le support 100. Les deux

substrats 102 et 104 sont 1ci a base de silicium
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monocristallin et comportent chacun un diamétre égal a
environ 300 mm et une épaisseur égale a environ 750 pm.
De maniére générale, le diamétre des substrats 102, 104
utilisés pour réaliser le support 100 pourra étre par
exemple compris entre environ 100 mm et 450 mm, et
choisi en fonction des dimensions du ou des substrats
destinés & étre supportés par le support 100. De méme,
17épaisseur des deux substrats pourra é&tre par exemple
comprise entre environ 525 pm et 1000 pm, et choisie
notamment en fonction de 1’épaisseur du ou des
substrats destinés a étre supportés. Enfin, les
substrats 102, 104 peuvent étre a base de Si, de Ge,
d’AsGa, d’InP, de saphir, de SiC, de silice fondue, de
verre ou encore de GaN. De plus, les premier et second
substrats 102, 104 peuvent étre ou non a base du ou des
mémes matériaux.

Ces deux substrats 102, 104 sont tout
d’ abord oxydés thermiquement, formant des couches 116,
117 a base d’oxyde de silicium en surface des substrats
102, 104 (figure 2). Ces couches 116, 117 ont par
exemple une épaisseur égale a environ 150 nm et sont
ici obtenues en traitant thermiquement les deux
substrats 102, 104 & 950°C sous atmosphére oxydante.

Le premier substrat 102 comporte donc deux
faces principales 108, 110 opposées et recouvertes par
la couche d’oxyde de silicium 116. De maniere analogue,
le second substrat 104 comporte deux faces principales
112, 114 opposées et recouvertes par la couche d’oxyde
de silicium 117.

Afin de préparer le collage entre les deux

substrats 102, 104, on réalise un nettoyage des
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surfaces des substrats 102, 104, c'est-a-dire ici des
surfaces de couches d’oxyde de gilicium 116, 117 étant
donné que 1’ensemble de la surface des substrats 102,
104 est recouverte par ces couches 116, 117. Un tel
nettoyage est par exemple réalisé de maniére
chimique en wutilisant une premiére solution de type
H,504/H,0; 3:1 & une température égale a environ 180°C
pendant environ 10 mn. On réalise ensuite un rincage a
l'eau dé-ionisée (eau DI) pendant une durée égale
a environ 10 mn. Une seconde solution de type
NH,OH/H,0,/H,0 1:1:5 est ensuite wutilisée a une
température égale a environ 70°C pendant environ 10 mn.
Un second rincage a l'eau DI est enfin réalisé pendant
une durée égale a environ 10 mn.

Comme représenté sur la figure 3, les deux
substrats 102 et 104 sont sclidarisés 1’un a 1’autre
par collage direct en mettant en contact les couches
116 et 117 a base d'oxyde de silicium et en réalisant
un recuit de l’ensemble a une température par exemple
égale a environ 1100°C pendant wune durée égale a
environ 2 heures. Les deux substrats 102, 104 ainsi
solidarisés par 1’intermédiaire des couches d’oxyde
116, 117 forment un assemblage 118 a partir duquel wva
étre réalisé le support de substrat 100. Les portions
des couches d’oxyde de silicium 116, 117 se trouvant
entre les faces 110 et 112 des substrats 102, 104
forment ici une couche 120 d’oxyde de silicium disposée
entre les deux substrats 102, 104. Cette couche 120 wva
servir par la suite de couche d’arrét de gravure lors
de la gravure du ou des emplacements dans lesquels le

ou les substrats a supporter seront destinés a é&tre
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disposés. Il est également possible que 1les deux
substrats 102, 104 par un collage anodique ou un
collage eutectique.

De maniére générale, le matériau d’arrét de
gravure utilisé pourra étre a base d’'oxyde de silicium,
de nitrure de sgilicium, d’un alliage de silicium-
germanium, de germanium, de silicium, ou a base de tout
matériau de type III-V et/ou II-VI du moment gque le
matériau du premier substrat 102 puisse é&étre gravé
sélectivement par rapport au matériau d’'arrét de
gravure. De plus, 11 est ¢également ©possible que
plusieurs couches d’arrét de gravure soient disposées
entre le premier et le second substrat 102, 104.

Dans une variante, 11 est possible de
réaliser, aprés le collage des deux substrats 102, 104
entre eux, un amincissement du premier substrat 102 sur
1l’ensemble de sa surface. Un tel amincissement
correspond ici a supprimer la portion de la couche
d’oxyde de silicium 116 se trouvant au-dessus de la
face supérieure 108 du premier substrat 102, puis a
amincir le ©premier substrat 102 depuis la face
supérieure 108. Un tel amincissement est intéressant a
mettre en cecuvre lorsque le substrat destiné a étre
supporté par le support 100 a une faible épaisseur,
afin d’ajuster par exemple 1’épaisseur du premier
substrat 102 a 1’épaisseur du substrat destiné a étre
supporté. Le premier substrat 102 aminci peut donc
avoir une épaisseur comprise entre environ 5 pm et
1'épaigseur initiale du premier substrat 102.

On réalise ensuite dans 1’assemblage 118 un

emplacement 122, ou empreinte, dont le motif correspond
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sensiblement & la forme du substrat de qui sera destiné
a étre supporté par le support 100. Cet emplacement 122
a ici une section, dans le plan (X,Y) représenté sur la
figure 4, de forme correspondante a celle du substrat a
supporter, c'est-a-dire une forme de disque, et a un
diamétre 1légerement supérieur a celui du substrat
destiné a étre disposé dans 1'emplacement 122, et par
exemple égal a environ 201 mm (substrat a supporter de
diametre égal a 200 mm). Dans un premier temps,
l’emplacement 122 n’est pas réalisé a travers la
totalité de 1’épaisseur du premier substrat 102, mais a
travers une partie de 1’épaisseur du premier substrat
102, par exemple environ 90 % de 1’épaisseur du premier
substrat 102. Ainsi, une partie 124 du premier substrat
102, dont 1’épaisseur correspond a environ 10 % de
1'épaigseur totale du premier substrat 102, forme
temporairement la paroi de fond de 1’emplacement 122.

Cette premiere gravure de 1l’emplacement 122
dans le premier substrat 102 est par exemple réalisée
par rodage centré avec le centre de 1l’assemblage 118,
tout d’abord a travers la couche d'oxyde de silicium
116, puis dans le premier substrat 102 a partir de la
face supérieure 108 du premier substrat 102, par une
machine d'amincissement mécanique comportant une roue
de rectification. Comme représenté sur la figure 4, ce
rodage est achevé avant d’atteindre la couche d’arrét
de gravure 120.

Ensuite, 1’emplacement 122 est achevé en
réalisant une seconde gravure, ici une gravure chimique
sélective, par exemple une gravure au TMAH (Tetraméthyl

Ammonium hydroxyde) a une température égale a environ
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80°C, permettant de supprimer la partie 124 du premier
substrat 102, sans graver le reste de 1’assemblage 118
protégé par les couches d'oxyde 116, 117, et en
s'arrétant sur la couche d'oxyde de silicium 120
utilisée donc ici comme couche d'arrét de gravure (voir
figure 5A). Etant donné que la gravure est achevée sur
la couche d'arrét 120, la rugosité et la planéité de la
paroi de fond de 1’emplacement 122 sont quasi-
parfaites. Il n'y a pas non plus, dans 1'’emplacement
122, de reste de silicium rodé, évitant la génération
de particules au fond de 1’emplacement 122. De plus,
étant donné que lors de cette gravure chimique
sélective, les parois latérales de l’emplacement 122 ne
sont pas protégées par 1’oxyde de silicium des couches
116, 117, ces parois latérales sont également attaquées
chimiquement, par exemple sur une profondeur de gravure
égale a environ 100 pm, ce gui permet également de
retirer la zone écrouie laissée apres la réalisation du
rodage au niveau des parois latérales de 1’emplacement
122 et d’'obtenir les mémes caractéristiques en termes
de rugosité et de planéité aussi bien au niveau de la
paroi de fond gque des parois latérales 130 de
l’emplacement 122.

Le support de substrat 100 ainsi réalisé est
également représenté vue de dessus sur la figure 5B.

Dans 1’exemple précédemment décrit, la
paroi de fond de 1’emplacement 122 est formée par la
couche d’arrét de gravure 120. Dans une variante de
réalisation, il est possible de graver la partie de la
couche d’arrét de gravure 120 qui forme la paroi de

fond de 1l’emplacement 122 afin de révéler la surface du
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second substrat 104. Ainsi, la paroi de fond de
l’emplacement 122 est dans ce cas formée par le second
substrat 104.

Dans une autre variante, 1l est possible
qu’au cours de la réalisation de 1’empilement 118, une
couche d’un autre matériau soit disposée entre la
couche d’arrét de gravure 120 et 1le second substrat
104. Ainsi, 1l est possible de graver la partie de la
couche d’arrét de gravure 120 qui forme la paroi de
fond de 1’emplacement 122 afin de révéler une surface
de cette couche de matériau qui forme alors la paroi de
fond de 1’emplacement 122.

Enfin, dans une autre wvariante, 11 est
également possible de réaliser, apreés avoir achevé les
gravures formant 1’emplacement 122, un ou plusieurs
dépdt de matériaux dans 1’emplacement 122 afin que le
ou les matériaux déposés forment la paroi de fond de
l’emplacement 122.

Le choix de 1'une ou 1l’autre de ces
variantes pourra se faire en fonction de la nature du
matériau souhaité au fond de 1’emplacement 122, par
exemple si 17on souhaite que les parois de
l’emplacement présentent des propriétés de conduction
ou d’isolement, thermique et/ou électrique.

Dans une autre variante du mode de
réalisation précédemment décrit, et afin d'alléger le
support de substrat 100, il est possible réaliser par
rectification, ou par photolithographie et gravure, une
gravure supplémentaire du premier substrat 102, en
périphérie de 1l’emplacement 122 et tel que représenté

sur la figure 6A. Ainsi, apres la mise en ceuvre d’une
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telle gravure, une portion restante 126 du premier
substrat 102 forme une couronne délimitant
l'emplacement 122. Cette couronne présente une largeur
(référencée 1 sur la figure 6A) par exemple égale a
environ 5 mm. Ainsi, dans un tel support 100, plus de
97 % de la matiére initiale du premier substrat 102 est
enlevée, ce qui allége considérablement le support de
substrat 100 sans 1le fragiliser étant donné que le
second substrat 104 est conservé intact.

Afin de faciliter la préhension du substrat
destiné a étre disposé dans 1'emplacement 122, il est
possible de réaliser, comme représenté sur la figure
6B, une ouverture 128 dans la couronne formée par la
portion restante 126 du premier substrat 102. Cette
ouverture 128 peut &tre réalisée par photolithographie
et gravure, ou avantageusement par rectification afin
de limiter le nombre d’étapes technologigues pour
former cette ouverture 128. Bien qu’une seule ouverture
128 soit représentée sur l’exemple de la figure 6B, il
est également possible que plusieurs ouvertures 128
soient formées a travers la couronne 126. Ainsi,
plusieurs portions disjointes de matériaux forment le
contour de 1l’emplacement dans lequel un substrat est
destiné a étre disposé.

Dans les exemples décrits précédemment, les
substrats utilisés, a la fois ceux a partir desquels le
support 100 est réalisé et celui destiné a é&tre
supporté par le support 100, ont une forme cylindrique
(section en forme de disque). Toutefois, le procédé
peut s’appliquer a des substrats de formes autres gue

cylindriques. De plus, il est également possible que
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les deux substrats 102 et 104 a partir desquels le
support 100 est réalisé peuvent étre de dimensions
différentes, le premier substrat 102 dans lequel est
réalisé l’emplacement pouvant avoir des dimensions (par
exemple un diametre) inférieures a celles du second
substrat 104.

De plus, il est également possible que la
couche d’'arrét de gravure soit réalisée différemment
que dans 1’exemple précédemment décrit. Il est par
exemple possible gque la couche d’arrét de gravure soit
formée sur une des faces principales d’'un des deux
substrats 102, 104 seulement.

En choisissant deux substrats 102, 104 a
base de deux matériaux différents, le premier substrat
102 étant par exemple a base de verre et le second
substrat 104 étant par exemple a base de sgilicium, la
surface du second substrat 104 peut servir de couche
d’arrét de gravure. Dans ce cas, l’'emplacement 122
pourra étre réalisé par gravure chimique en utilisant
une solution a base d’acide fluorhydrique qui grave

trés rapidement le verre sans graver le silicium.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de réalisation d’un support
(100) d"au moins un substrat, comportant au moins la
mise en cuvre des étapes suivantes

- réalisation d’un empilement (118)
comportant au moins deux substrats (102, 104), chacun
des deux substrats (102, 104) comprenant deux faces
principales (108, 110, 112, 114) opposées, les deux
substrats étant solidarisés 1'un a 1’autre tels gu’une
des faces principales (110) d’un premier (102) des deux
substrats soit disposée en regard d’une des faces
principales (112) du second (104) des deux substrats et
contre un matériau d’arrét de gravure (104, 120),

- gravure, a travers le premier (102) des
deux substrats et avec arrét sur le matériau d’arrét de
gravure (104, 120), d’au moins un emplacement (122)
apte a recevoir un substrat destiné a étre supporté par

le support (100).

2. Procédé selon la revendication 1, dans
lequel les deux substrats (102, 104) sont solidarisés
par un collage direct ou par un collage anodique ou par

un collage eutectique.

3. Procédé selon 1l’une des revendications
précédentes, dans lequel les deux substrats (102, 104)
ont des épaisseurs sensiblement similaires et/ou des
sections, dans un plan sensiblement paralléle a 1’une
des faces principales (108, 110, 112, 114) des deux
substrats (102, 104), de dimensions sensiblement

similaires.
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4. Procédé selon 1’une des revendications
précédentes, dans lequel les deux substrats (102, 104)
ont des sections, dans un plan paralléle a 1l’une des
faces ©principales (108, 110, 112, 114) des deux
substrats (102, 104), en formes de disgques, et dans
lequel une section de 1l’emplacement (122), dans un plan
paralléle a 1’une des faces principales (108, 110, 112,
114) des deux substrats (102, 104), a une forme de
disque de diamétre inférieur aux diametres desdites

sections des deux substrats (102, 104).

5. Procédé selon 1’une des revendications
précédentes, dans lequel le premier (102) des deux
substrats est a base d’au moins un matériau apte a étre
gravé sélectivement par rapport & au moins matériau du
second (104) des deux substrats formant le matériau

d’arrét de gravure.

6. Procédé selon 1’une des revendications
1 a 4, dans legquel 1’empilement (118) comporte en outre
une couche d’arrét de gravure (120) disposée entre les

deux substrats (102, 104).

7. Procédé selon la revendication 6, dans
lequel 1’empilement (118) est réalisé par la mise en
cuvre des étapes suivantes

- réalisation de la <couche d’'arrét de
gravure (120) sur au moins une des faces principales
(110, 112) d'au moins un des deux substrats (102, 104),

- solidarisation des deux substrats (102,
104) par 1’intermédiaire de la couche d’arrét de

gravure (120).
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8. Procédé selon la revendication 7, dans
lequel la couche d’arrét de gravure (120) est réalisée
par une oxydation thermique des deux substrats (102,
104), formant une couche (116, 117) a base d’oxyde au
moins sur les faces principales (108, 110, 112, 114)
des deux substrats (102, 104), et/ou dans lequel la
solidarisation des deux substrats (102, 104) est
réalisée par un collage et un scellement thermique des

deux substrats (102, 104).

9. Procédé selon 1l’une des revendications
7 ou 8, comportant en outre, entre la réalisation de la
couche d’arrét de gravure (120) et la solidarisation
des deux substrats (102, 104), un nettoyage chimique

des surfaces des deux substrats (102, 104).

10. Procédé selon 1’une des revendications
6 a 9, comportant en outre, aprés la gravure de
1l’emplacement (122) avec arrét sur la couche d’arrét de
gravure (120), wune étape de gravure de la couche
d"arrét de gravure (120) se trouvant dans 1’emplacement
(122) telle que la parci de fond de 1’emplacement (122)
soit formée par au moins une partie du second des deux
substrats (104).

11. Procédé selon 1’une des revendications
6 a 9, dans legquel 1'empilement (118) comporte en outre
au moins une couche supplémentaire de matériau disposée
entre la couche d’arrét de gravure (120) et le second
des deux substrats (104), le procédé comportant en
outre, aprés la gravure de 1'emplacement (122) avec

arrét sur la couche d'arrét de gravure (120), une étape
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de gravure de la couche d’arrét de gravure (120) se
trouvant dans l’emplacement (122) telle que la paroi de
fond de 1’emplacement (122) soit formée par au moins

une partie de la couche supplémentaire de matériau.

12. Procédé selon 1’une des revendications
précédentes, dans lequel la gravure de 1'emplacement
(122) est réalisée par une premiére gravure partielle
de 1'emplacement (122) a travers une partie de
1'épaisseur du premier des deux substrats (102), puis
par une seconde gravure par attaque chimique sélective
a travers le reste (124) de 1l’épaisseur du premier des
deux substrats (102) et avec arrét sur le matériau

d’arrét de gravure (104, 120).

13. Procédé selon 1l’une des revendications
précédentes, dans lequel la profondeur de 1'emplacement
(122) est sensiblement égale a 1’épaisseur du substrat

destiné a étre supporté par le support (100).

14. Procédé selon 1’une des revendications
précédentes, comportant en outre, entre la réalisation
de 1l’empilement (118) et la gravure de 1’'emplacement
(122), la mise en cuvre d'un amincissement du premier

des deux substrats (102).

15. Procédé selon 1l’une des revendications
précédentes, comportant en outre, aprés la gravure de
l'emplacement (122), un dépdt d’une couche de matériau

au moins sur la paroi de fond de 1l’emplacement (122).
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16. Procédé selon 1’une des revendications
précédentes, comportant en outre, aprés la gravure de
l'emplacement (122), une étape de gravure d’une partie
du matériau du premier des deux substrats (102) se
trouvant en périphérie de 1’'emplacement (122) telle
qu’une portion restante (126) du premier des deux
substrats (102) comporte un motif dont une surface
intérieure (130) forme des parois latérales de
1l’emplacement (122) et dont wune surface extérieure
(132) comporte des dimensions, dans un plan paralléle a
1'une des faces principales (108, 110, 112, 114) des
deux substrats (102, 104), inférieures a celles du

second des deux substrats (104).

17. Procédé selon la revendication 16, dans
lequel le motif de la portion restante (126) du premier
des deux substrats (102) comporte une section, dans un
plan paralléle a 1’une des faces principales (108, 110,
112, 114) des deux substrats (102, 104), en forme de

couronne.

18. Procédé selon 1’une des revendications
précédentes, comportant en outre, aprés la gravure de
l'emplacement (122), une étape de réalisation d’au
moins une ouverture (128) a travers une partie (126) du
matériau du premier des deux substrats (102)
définissant 1l’emplacement (122) telle que le contour de

1’emplacement (122) soit ouvert.
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